
モノリシック集積回路の特徴



自由電子とホールの発生

半導体とpn接合

半導体の構造
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ホールの移動



不純物半導体

ｎ型半導体 ｐ型半導体



拡散と再結合



pn接合ダイオードの特性
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実際のpn接合ダイオードの特性
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実際のpn接合ダイオードの特性

理想ダイオード特性 近似ダイオード特性
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ｎｐｎトランジスタ ｐｎｐトランジスタ(a) (b)

p型 n型 p型 n型 p型

E: Emitter，エミッタ
B: Base，ベース
C: Collector，コレクタ

バイポーラトランジスタの特性
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バイポーラトランジスタの記号
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Ebers-Mollモデル
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B: Bulk，バルク S: Source，ソース
G: Gate，ゲート D: Drain，ドレイン

MOSトランジスタの特性



MOSトランジスタの記号
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MOSトランジスタにおける2次的効果

基板効果

チャネル長変調効果
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回路素子の特徴

 相対精度が高い(0.1%～1%程度)
 絶対精度が低い(±数十%程度)
 抵抗値の範囲：数百Ω～数十kΩ
 容量値の範囲：0.1pF程度～100pF程度
 インダクタ：1GHz以上なら使用可能


